





































































































































































































































































































































































































































































































材料 発光色 輝度（cd／m2）発光効率（Ww） CIE（x，　y）駆動周波数（｝セ 文献
ZnS：Mn Yellowish　orange300 2～4 （0・50，0・50） 60 （1－14）
ZnS：M副CdSSe　filterRed 20fL 0．8 （0・65，0・35） 60 （1－15）
ZnMgS：Mn／filterRed 270 一 （0’60，0．40） 90 （1－16）
ZnS：TbOF（SP） Green 100 ～1 （0・32，0・60） 60 （1－17）
ZnS：TbS（ALE） Green 70 ～1 （0・32，0・60） 60 （1－18）
ZnMgS：Mn／filterGreen 1037 ’ （038，0・62） 90 （1－16）
SrS：Ce，Cl，Ag Blue　green 142 2 （0・26，0・47） 60 （1－19）
SrS：Ce／filter Blue 49 一 （0・13，0・15） 90 （146）
SrS：Cu Blue 28 0．22 （0・15，0・23） 60 （1－20）
CaGa2S4：Ce Blue 10 一 （0・15，0・19） 60 （1－7）
CaS：Pb Blue 80 一 （0・14，0・07） 60 （1－21）











































































































































































































































































Sio2 Sputtering4 6 2 SH［B
SiON Sputter｛ng6 7 4 SHB
SiON PCVD 6 7 4 SHB
AI203 Sputtering8 5 3．5 SHB
Al203 ALE 8 8 6 SHB
Si3N4 Sputtering8 6－8 4－6 SHB
SiAlON Sputtering8 8－9 5－6 SHB
Y203 EBE 12 3－5 3－5 SHB
Y203 Sputtering12 3－5 3－5 SHB
BaTio3 Sputtering14 3．3 4 SHB
Sm203 EBE 15 2－4 3－5 SHB
Ta205－Tio2ALE 20 7 12 SHB
BaTa206Sputtering22 3．5 7 SHB
Ta205 Sputtering23－25 15－3 3．7 SHB
PbNb206Sputtering41 15 5 SHB
Tio2 ALE 60 0．2 1 PB
Sr（Zr，　Ti）0、 Sputtering100 3 26 PB
SrTio3 Sputtering140 1，5－2 19－25 PB

























































































Band　a　eV 3．83 4．41 4．3 4．2 4．4 3．98



















































































































































































































































































































































































































































































Sr　l　mo1％ 49．8 49．8 49．6
S　lmol％ 50．2 50．2 50．3
Ca　im。1％ ＜0．01 ＜0．01 ＜0．01
Ba　i　mol％　　　i 0．03 0．03 0．03
Fe　ippm ＜1 ＜1 ＜1
Ni　ippm ＜1 ＜1 ＜1
Co　i　ppm ＜1 ＜1 ＜1
　　　lob　｛ppm ＜1 ＜1 ＜1
Cu　l　ppm ＜1 ＜1 ＜1
　　　｜br　；ppm ＜1 ＜1 ＜1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Li Na K Rb Sr
R［M＋］（A） 0．76 1．02 1．38 1．52 1．18（R［Sr2＋］）
T。［M、S］（℃） 1370 1168 948 530 ＞2000（SrS）
T。［M］（℃） 180．5 97．9 635 39．3 768

































































Li Na K Rb
0．2 ＜0．02 0．03 ＜0．01 ＜0．001
0．5 ＜0．02 0．06 ＜0．01 ＜0．001
1 ＜0．02 0．09 0．02 ＜0．001
4 0．07 0．37 0．06 0，008




Li Na K Rb
600 0．76 0．72 0．26 0．53
700 0．62 0．67 0．2 0．34
900 0．28 0．43 0．17 0．09
1000 ＜0．02 0．19 0．07 0．05
































































Li Na K Rb
0．2 0，138 0，142 0，151 0，178
05 0，140 0，167 0，154 0，182
1 0，140 0，140 0，145 0，159
4 0，170 0，174 0，152 0，162


































































































































































































































































































600 0ユ44 0，174 0，186 0ユ76 0，130
900 0，156 0，167 0，148 0，152 0，148














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































材料 方法 輝度（cd／m2）発光効率（1旬w） CIE（x，　y）駆動周波数（翫 文献
SrS：CeF3 否 45fL 一 一 1000 （4－1）
SrS：Ce，K EB 200（L・・） 工 一 1000 （4－2）
SrS：Ce EB 317（L60） 斑 （0．21，0・36） 90 （4－3）
SrS：Ce，Ga，FSP 110（L、。） 0．7 （0・26，0．48） ● （4－4）
SrS：Ce，F，Cu，BrSP 300 一 （0・17，0．37） 1000 （4－5）
SrS：Ce，Cl，AgMSD142（L5・） 2 （0・26，0．47） 60 （4－6）
SrS：Ce MSD160（L、。） 扁 （0・30，051） 1000 （4－7）



















































































































































































































































































































































Deposition　RateLω（cd／m2）η・・（豆mハv） CIE（x，　y） Lω（cd垣2）ηω（lm／W） C肥（x，y）
17nm／m｛n． 190 0．61 （0．25，0・47） 265 0．53 （0．25，0・47）





























































































































































































































































































L、。（cd／m2） η・・（lmハめ CIE（x，　y） L、。（cd／m2） ηω（lm／W） CIE（x，　y）
no　extra　S 1 0．07 （0・28，0・47） 2 0．11 （0・28，0・47）
ZnS　co－evaporation370 0．71 （0・30，0・52） 540 0．71 （0・30，0・52）


































































































































































































































































H、S遇ow　rate（sccm）L知（cd／m2）η組（lm／W） αE（x，y） L、。（cd／m2） η・・（▲m／W） αE（x，y）
0 1 0．05 （0．20，0．33） 3 0．06 （0．20，0・34）
1 10 0．19 （0．22，0．41） 15 0．24 （0．22，0・40）
3 955 1．15 （0．28，053） 1360 1ユ7 （0，28，054）
5 1000 0．73 （0・29，0・54） 1285 0．70 （0・27，0・54）
















































































































































































































Substrate　Temp．（°C）L、。（cd／m2）ηω（lmパv） CIE（x，　y） L、。（cd／m2）ηω（lm／W） CIE（x，　y）
450 185 0．31 （0．29，051） 305 0．34 （◎・29，051）
500 450 0．36 （0・29，052） 585 0．34 （0・28，052）
550 1030 058 （0・28，0・52） 1185 0．54 （0・28，052）
600 345 0．39 （0・29，053） 490 0．41 （0・29，0・53）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Substrate　Temp．（℃）L菊（cd／m2）η4・（lm／W） C肥（x，y） Lω（cd／m2）ηω（lm／W） C肥（x，y）
430 90 0．37 （0・32，0・53） 165 0．40 （0・32，053）
460 185 0．55 （0・32，0・54） 400 0．62 （0・32，054）
500 460 0．33 （0・32，0・54） 730 0．35 （0・32，055）
570 325 0．30 （0・32，054） 500 0．31 （0・32，0・54）
（b）Decomposed　H2S　Supply
Substrate　Temp．（℃）L組（cd／m2）η・・（lm／W） σE（x，y） L、。（cd／m2） ηω（lm／W） CIE（x，　y）
430 15 0．◎8 （0・27，0．48） 33 0．11 （0・28，0・49）
460 255 0．37 （0・29，052） 420 0．39 （0・29，053）
500 340 053 （0・29，0・53） 620 0．61 （0・29，053）






































































































































Thin－Film　EL　　　　1000．72 （0．29，054）　　　　　1285 0．70 （0・27，054）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????????」? ? ?（? ??﹇ ???????????
SrS：Ce（0．2　mol％）R．　T
　NH4C1：4・O　mol％
excitation　band
of　SrS　host
　　　　　　0
　　　　　　400　　　　　　　　　　500　　　　　　　　　　600　　　　　　　　　　700
　　　　　　　　　　　　　　　　Wavelength（mn）
図Ap3－6－4　NH、Clを4．O　mol％添加した粉末試料において励起波長を変化させて測定した
　　　　　PLスペクトル．励起波長は252　nm（4．92　eV）と292　mn（4．25　eV）に選択した．
　　　　　測定は，室温条件下において行った。挿入図は，同試料におけるPL励起ス
　　　　　ペクトルである．
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290nm付近にピークが観測される。これは、欠陥やClにより新たに生成されたトラヅプ
準位に起因した励起帯であると思われる。SrS母体のバンド間励起を行った場合のPL発
光の低下は、このようなトラップ準位の生成が原因であると考えられる。
　図Ap3－6－4にNH、Clを4．O　mol％添加した場合の励起波長を変化させたPLスペクトル
を示す。励起波長は252nm（4．92　e～りと292　nm（4．25　eV）に選択した。252　nrnはSrS母体
のX－X間の励起、292nmはNH、Clを添加することにより生成された欠陥やClによる欠
陥準位を介した励起である。図より、292nm励起の場合は、252　nmの場合より、スペク
トルが11nm長波長側にシフトしていることがわかる。これらのスペクトルは、異なる
結晶場を有するCeの発光に起因していると考えられる。　NH、Clを4．O　mol％添加した場合
には、八面体対称性を有するCe3・発光中心の存在は少なく、252　nm励起の場合において
も、欠陥やC1により結晶場の影響を受けたCe3・発光中心が起源となり、ピーク波長497
nmのスペクトルが得られる。しかし、欠陥やClによる欠陥準位を介した励起を行うと、
252nm励起の場合に関与するCe3・発光中心よりも影響を受けた（5d－4f間のエネルギー差
が小さくなった）Ce3・発光中心にエネルギーが伝達され、発光していると考えられる。
Ap3－7．まとめ
　本章では、SrS：Ce粉末蛍光体にNH、Clを添加した場合の、　SrS：Ceの結晶性ならびに発
光特性の改善、またClがCe・・発光中心やSrS母体に及ぼす影響について検討を行った。
　NH、C1には、　SrS：Ce結晶の粒子の成長を促進させるフラヅクス効果があることがわかっ
た。同時に、Ce3・発光中心をSrS格子中へ多く取り込ませる効果も有していることがわか
った。NH、Clのフラヅクス効果は、焼成温度を1000℃以上にすることにより顕著になっ
た。しかし、NH、Clを添加することにより、　Clが蛍光体表面付近に多く残存して母体内
に新たな欠陥準位を形成した。この欠陥準位の形成により、SrS母体のバンド間励起を行
った場合の発光は低下した。また、ClはCe3・発光中心近傍に存在して、　Ce3÷－Cl’－V、，のよ
うな複合中心を形成し、発光スペクトルの長波長シフトを引き起こすことがわかった。
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謝の意を表します。そして、本研究の遂行にあたり御支援と御協力を頂いた多数の
方々に深く感謝致します。
　最後に、私を支えてくれた家族に心より御礼申し上げます。
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研究業績
1．主論文
（1）　H．Fukada，　A．　Sasakura，　Y．　Sugio，　T．　K三m∬a，　K．　Ohmi，　S！ranaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　”Stabil輌zation　of　Bluish一αeen　Luminescent　Ce3＋Centαs　by　Rb　Doping　in　SrS：Ce　Thin
　　　Film　Electroluminescem　Devices”
　　　Jpn．」．　Appl．　Phys．　VoL　41（2002），　in　press．－3，4章一
（2）　H．恥kada，　D．　Sakurai，　N．　Tokuda，　K．　Ohmi，　S．　Tanaka，　H．　Kobayashi　and
　　　M．Takahashi：
　　　　1讐Effect　of　Themlally　Decomposed　H2S　Supply　on　Electroluminescent　Characteristics　of
　　　Hybrid　Dev輌ces　Having　Thick　BaTiO3　Dielectric　and　Thin　SrS：Ce　Phosphor　Filmsn
　　　Jpn．　J．　AppL　Phys．　Vo1．瓠（2002）pp．2150－2154．－4章一
（3）　K．Ohmi，　K　Yamabe，　H．　Fukada，　T．　F司iwara，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　11Blue　SrS：Cu　Thin－Film　Electroluminescent　Devices　Grown　by　Hot－Wall　Deposition
　　　Using　Successive　Source　SupPly”
　　　Appl．　Phys．　Lett．　Vol．73（1998）pp．1889－1891．－5章一
（4）　KOhmi，　T．　Fuj　iwara，　H．　Fukada，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　”Hot－wall　Deposition　Using　Altemative　Source　Supply　for　SrS　Based
　　　Electroluminescent　Phosphor　T垣n　Filrns”
　　　J．Cryst．　Growth　Vol・214／215（2000）PP．950－953．－5章一
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2．学術講演、参考論文
2－1．国際会議、学術論文
（1）V．Shanker，　H．　Fukada，　M．　Maesono，　K．　Ohm輌，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　11Effect　of　Zn　Codoping　on　Ce3＋Emission　in　SrS：Ce　Eleαroluminescent　Thin　Films”，
　　　E㍑e〃4e4．AZ）∫τrαcτ∫ρ∫仇e　2η41）砿Coηφ5cie〃ceαη4　Zセc乃ηoZo8yρデD璃θZαy乃o動り乃oτぷ
　　　5αη、Dje80，（ン1，［万弘，19961）p．111－114．
（2）　H．Fukada，　K．　Ohmi，　S．　Tanaka，　H．　Kobayashi，　N．　Yamashita　and　H．　Yamamoto：
　　　　nEffect　of　Cl　on　Luminescent　Characteristics　of　SrS：Ce　Phosphorsn
　　　克≒τeη4e4／1bsぴαc広sρプ功e　3r417拡Coηゾ5cje1τcεαη47εc乃720／08：yρ『DZ刊910y　Pカα乎力orぷ
　　　ノカ4〃τ」〃gτoη・召eαcカ，（ぴ，乙万∫ン1，1997pp．113－116．
（3）　H．Fukada，　K　Ohmi，　S．　Tanaka，　H．　Kobayashi　and　N．　Yamashita：
　　　　”Spatial　Distribution　of　Chn　SrS：Ce　Powder　Phosphors　of　Large　Particle　Size”
　　　Proc　4功1カL　1）彦乎Zαy漸7∂rムカ（ワs，∧似90yα，　JI塑｝αη1997（lnstitute　of　Ir【コage　In£ormat輌on
　　　and　Television　Engineers，　Tokyo，　and　Society　for　Information　Display，　Japan　Chapter，
　　　Tokyo，1997）pp．649－652．
（4）　H．Fukada，　K．　Yamabe，　T．　F司iwara，　K，　Ohmi，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　”Luminescent　Characteristics　of　Cu＋Centers　in　SrS　Thin　Films　Prepared　by　Hot－WaU
　　　Depositioガ
　　　Ex彦eη4e4　Aわsかαcfs（プ∫乃e　4功∫ηL　Co頑5cieηce　o城τ¢c力ηolo8yρデD均ρ1αy　PカoΨ力or∫，
　　　只roc　9功1力乙漸70rん∫乃（互）oη1刀07客αηjcαπ40γ9αノ∂c　EZ¢cぴ01μノη加e∫cεηc鳥・BεηφOregoη，
　　　　σM，1998pp．323－326．
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（5）　N．Tokuda，　D．　Sakurai，　H．　Fukada，　K．　Ohlni，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　”Redwing　the　Amoum　of　Sulfur　Vacanc輌es　in　SrS：Ce　Thin　Film　Electrolunlinescent
　　　　Dev輌ces　through　H2S　Supply　and　ZnS　Coevaporation”
　　　　野oc　1鋤1批Wbγ鋤（ψoη抗078砿cαη40rg励c　Elec彦γ01μ〃2仇escεηce，仇〃2α砲斑，
　　　　Jlzpo鵬2000　pp．105408．
（6）　H．Fukada，　D．　Sakurai，　N．　Tokuda，　K　Ohmi，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　llSrS：Ce　Hybrid　Electroluminescent　Devices　with　BaTiO3　Thick－Film　Dielectric　Layer”
　　　　Proc　1励1砿恥rん吻ρoη抗079励cα履Org励c　EIεc言τoZμ〃2iηe∫cεηcρ肋脚mα飢，
　　　　」4）α7ち2000pp．1091・112．
（7）　旺Fukada，　Y．　Sugio，　K　Ohrni，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　”lmμoved　Luminescent　Properties　of　SrS：Ce　Powder　Phosphors　through　Co－dop輌ng
　　　　with　Alkali　Metals”
　　　　Pγoc　1励1砿物rん吻ρoη1カoτ8α耽αη40rg励c　E～εc〃oZ醐漉∫ceηcρ仇〃2α〃砿μ，
　　　　」4μz携2000pp．113－116．
（8） K．Ohmi，旺Fukada，　N．　Tokuda，　D．　Sakurai，　T．　Kimura，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayash輌：
”lmprovement　of　Efficiency　by　Controlling　Sr　and　S　Vacancies　in　SrS：Ce　Thin　Film
Electroluminescent　Devicesll
fケo（二21仇1カLDiΨ～αy、Re∫αzγc乃Co㎡〃τco旬’μηcτjoηw↓仇8功1カL　DjΨ故y漸防9τ瓦sん0ρ∫，
凪gのノα，」ゆαヴ2001σnstit斑e　of　Image　Information　and　Television　Engineers，　Tokyo，
and　Socie巧for　Information　Display，　San　Jose，　CA，2001）pp．1131－1134．
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（9） H．Fukada，　A．　Sasakura，　T．　Kimura，　K．　Oh面，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
”Stabilization　of　Blue　Ce3＋Emission　by　Rb　Dop輌ng　in　SrS：Ce　Thin　Film
Electroluminescent　Devices”
Pτoc．．Z　1功血L　1れ）τムカ0ρoη1カo瑠α刀icα城0γ9αηic　EZeαroZμ〃2仇esce刀ceαη420021カL
Coガo〃功e　scj．αη41セcみ．　o『E〃πi∬ルe　Dj乎Zαysα城Ljg乃ぴηg，　Gみεηちβε1g加沈，2002．
（1◎）V．Shanker，　H．　Fukada，　M．　Maesono，　K．　Ohmi，　S．　Tanaka　and　H．　Kobayashi：
　　　　”Effect　of　Zn　Codoping　on　Ce3÷Emission　in　SrS　Electroluminescent　Thin　F輌lms”
　　　　J．SID　6／1（1998）pp．35－38．
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2－2．国内学会および研究会発表
〈電子情報通信学会〉
（1）深田董己、遠藤利和、木多晋裕、大観光徳、田中省作、小林洋志、山下信彦：
　　”青色EL発光材料SrS：Ce，　SrS：Cuの発光特性の基礎的評価”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vol．　EID97－76（1998）pp．19－24．
（2）藤原敏彦、蓬田置己、山部和治、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”Hot　Wall蒸着法により作製した青色発光SrS：Cu薄膜EL素子”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vol．　EID98－33（1998）pp．31－36．
（3）遠藤利和、鋼宣己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　1‘SrS：Ce薄膜EL素子の発光スペクトルの制御一薄膜中のCe濃度と電荷補償剤
　　Naの効果一！
　　電子情報通信学会技術研究報告Vol．　EID98－114（1999）pp．25－30．
（4）木多晋裕、深旺匿己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　1電子線蒸着法による青色発光SrS：Cu薄膜EL素子の作製と評価一Cu添加濃度
　　と熱処理の効果一‘‘
　　電子情報通信学会技術研究報告Vol．　EID98－116（1999）pp．37－42．
（5）藤原敏彦、大澤龍、深旦遅i己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”原料交互供給型Hot　WaU蒸着法によるSrS：Cu，Ag薄膜EL素子の作製と評価”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vol．　EID99．82（2000）pp．4g－52．
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（6）杉尾幸彦、蓬田腫己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”青色EL材料SrS：Ceのアルカリ金属添加による発光特性の改善”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vo1．　EID2000－203（2000）pp．31－36．
（7）劉置己、杉尾幸彦、櫻井弾、徳田尚紀、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　11青色EL材料SrS：Ce薄膜の作製温度の検討”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vo1．　EID2000－256（2001）pp．77－82．
（8）深里瞳己、櫻井弾、徳田尚紀、大観光徳、田中省作、小林洋志、高橋聖樹：
　　‘！BaTiO3厚膜絶縁層を有するSrS：Ce　Hybrid　EL素子におけるH2S供給方法の検
　　討1
　　電子情報通信学会技術研究報告Vo1．　EID2000－257（2001）pp．83－88．
（9）木村隆宏、深1丑瞳己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”青緑色発光SrS：Ce無機薄膜EL素子の作製と評価　一Sr、　S欠陥の制御一”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vol．　EID2001－48（2001）pp．3742．
（10）篠倉明日香、濁丑瞳己、木村隆宏、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　“Rb添加によるSrS：Ce薄膜EL素子の青色純度とEL動作の安定性の改善”
　　電子情報通信学会技術研究報告Vo1．　EID200246（2002）pp．1348．
〈応用物理学会〉
（1）劉宣己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”青緑色発光SrS：Ce粉末蛍光体における電荷補償剤の添加効果”
　　1996年秋季第57回応用物理学会学術講i演会講演予稿集AP　961119－03
　　10a－ZL40（1996）pp．1156．
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（2）深田脆己、芦田充良、荒田哲也、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　’‘青緑色発光SrS：Ce粉末蛍光体におけるPL強度の温度依存性”
　　1997年春季第44回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　971106－03
　　28p－ZB－11（1997）pp．1216．
（3）深田咀己、芦田充良、大観光徳、田中省作、小林洋志、山下信彦：
　　”SrS：Ce粉末蛍光体における発光中心Ce3・近傍の結晶場に対するCIの影響”
　　1997年秋季第58回応用物理学会学術講演会講演予稿集AP　971120－03
　　2p－ZH40（1997）pp．1259．
（4）山部和治、藤原敏彦、還匡瞳己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　11ホットウォール蒸着法による青色発光SrS：Cu薄膜EL素子の作製と評価”
　　1998年春季第45回応用物理学関係連合講演講演予稿集AP　981106－03
　　29p－S－6（1998）pp．1306．
（5）蓬田董己、大観光徳、田中省作、小林洋志、山下信彦、山元明：
　　”SrS：Ce粉末蛍光体における発光中心Ce3・近傍の結晶場に対するC1の影響（II）”
　　1998年春季第45回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　981106－03
　　29p－S－8（1998）pp．1307．
（6）遠藤利和、江角真一、深圧醒L己、藤本善規、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”Zn、　Naを添加したSrS：Ce薄膜EL素子の作製と評価”
　　1998年春季第45回応用物理学関係連合講i演会講演予稿集AP　981106－03
　　29p－S－9（1998）pp．1307．
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（7）遠藤利和、還田藍己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”Zn、　Naを添加したSrS：Ce薄膜EL素子の作製と評価σ1）”
　　1998年秋季第59回応用物理学会学術講i演会講演予稿集AP　981129－03
　　15p－ZH－5（1998）pp．1203．
（8）藤原敏彦、深田置己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　1‘Hot　Wall蒸着法による青色発光SrS：Cu薄膜EL素子の作製と評価（II）”
　　1998年秋季第59回応用物理学会学術講演講演予稿集AP　981129－03
　　15p・・ZH－6（1998）pp．1204．
（9）逢里瞳己、木多晋裕、徳田尚紀、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”電子線蒸着法により作製したSrS：Cu薄膜におけるアニール処理の効果”
　　1999年春季第46回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　981107－03
　　28p－ZA－6（1999）pp．1404．
（10）杉尾幸彦、深丘蹟己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　‘tSrS：Ce粉末蛍光体の結晶成長過程におけるClの役割‘1
　　1999年秋季第60回応用物理学会学術講演会講演予稿集AP　991128－032p－ZD－3
　　（1999）Pp．1151．
（11）深田瞳己、杉尾幸彦、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”SrS：Ce粉末蛍光体のアルカリ金属添加による発光特性の改善”
　　1999年秋季第60回応用物理学会学術講演会講演予稿集AP　991128－032p－ZD－4
　　（1999）pp．1151．
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（12）杉尾幸彦、深田』責己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”SrS：Ce粉末蛍光体のアルカリ金属添加による発光特性の改善（ID”
　　2000年春季第47回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　OO1108－03
　　30a－P12－13（2000）pp．1385．
（13）櫻井弾、徳田尚紀、深田遺己、大観光徳、田中省作、小林洋志、高橋聖樹：
　　”高誘電体絶縁層を有するSrS：Ce薄膜EL素子”
　　2000年春季第47回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　OOUO8－03
　　30p・・P17－2（2000）pp．1388．
（14）徳田尚紀、櫻井弾、深田豊己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　11SrS：Ce薄膜EL素子におけるZnS共蒸着の効果”
　　2000年春季第47回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　OO1108－03
　　30p－P17－3（2000）pp．1388．
（15）徳田尚紀、櫻井弾、劉置己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　“SrS：Ce薄膜EL素子におけるH2S供給の効果”
　　2000年秋季第61回応用物理学会学術講演会講演予稿集AP　OO1130－03
　　3p－ZK－7（2000）pp．1197．
（16）櫻井弾、徳田尚紀、深田董己、大観光徳、田中省作、小林洋志、高橋聖樹：
　　”高誘電体絶縁層を有するSrS：Ce薄膜EL素子（II）‘1
　　2000年秋季第61回応用物理学会学術講演会講i演予稿集AP　OO1130－03
　　3p－ZK－8（2000）pp．1198．
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（17）深田咀己、藤原寛之、村上正一、杉尾幸彦、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”SrS：Ce粉末蛍光体におけるCe発光中心の活性化のメカニズム”
　　2001年春季第48回応用物理学関係連合講演会講演予稿集APO11109－03
　　30a－YL－3（2001）pp．1422．
（18）鋼責己、徳田尚紀、櫻井弾、矢代友博、木村隆宏、大観光徳、田中省作、小
　　林洋志：
　　“SrS：Ce薄膜EL素子におけるH2S供給の効果σ1）”
　　2001年春季第48回応用物理学関係連合講i演会講演予稿集APO11109－03
　　30a－YL－4（2001）pp．1422．
（19）大観光徳、櫻井弾、徳田尚紀、深田咀己、田中省作、小林洋志、高橋聖樹：
　　”新型H2Sクラヅキングセルを用いて作製したSrS：Ce／BaTiO3　hybrid　EL素子”
　　2001年春季第48回応用物理学関係連合講演会講演予稿集AP　OU1◎9－03
　　30a－YL－5（2001）pp．1423．
（20）大澤龍、山口健介、深田』責己、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　‘‘原料交互供給型HotWa11蒸着法によるSrS：Bi薄膜EL素子の作製1
　　2001年春季第48回応用物理学関係連合講演会講演予稿集APO11109－03
　　30a－YL－6（2001）pp．1423．
（21）木村隆宏、深田蹟旦、大観光徳、田中省作、小林洋志：
　　”SrS：Ce発光特性に対する成長槽内の残留不純物の影響”
　　2002年春季第49回応用物理学関係連合講演会講演予稿集APO21108－03
　　29p－YF－5（2002）pp．1466．
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